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Układ sterowania pamięci ferrytowej

Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania
pamięci ferrytowej, zwany dalej centralną jednos¬
tką, przeznaczony do sterowania pamięci z blokiem
ferrytowym o dowolnej ilości słów, lub też pamięci
współpracującej z wieloma blokami rdzeni.
Dotychczasowe rozwiązania konstrukcyjne ukła¬

dów oparte są w większości na standartowych ukła¬
dach logicznych jak, inwertery, przerzutniki, elek¬
troniczne układy opóźniające oraz linie długie.
Tego typu układy konstruowane są z uwzględ¬

nieniem ogólnej struktury systemu pamięci i ukła¬
dów elektroniki zastosowanych w poszczególnych
jej podzespołach. W dotychczasowych stosowanych
indywidualnych rozwiązaniach wadą jest to, że dla
danego typu pamięci należy konstruować indywi¬
dualny system sterowania, co wiąże się ze zwięk¬
szonymi kosztami. Nieznane są natomiast układy,
które określić można jako centralne jednostki ste¬
rowania, pozwalające na zastosowanie ich do do¬
wolnego typu pamięci ferrytowych.
Celem wynalazku jest opracowanie układu, umoż¬

liwiającego sterowanie pamięci ferrytowej przy po¬
mocy samodzielnego bloku, który zgodnie z odpo¬
wiednimi mikrooperacjami przyjętymi dla danego
typu pamięci, generuje odpowiednie impulsy po¬
trzebne dla zapewnienia właściwej kolejności dzia¬
łania i czasu pracy poszczególych zespołów elektro¬
niki.

Cel ten według wynalazku został osiągnięty przez
zaopatrzenie układu w dwa podzespoły, z których
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pierwszy podzespół odczytu posiada trzy pamięta¬
jące układy przerzutnikowe i połączone od strony
wejść z układem kontroli sterowania, a od stro¬
ny wyjść trzeci układ pamiętający połączony jest
poprzez nadajnik linii podzespołu odczytu z linią
opóźniającą podzespołu odczytu, natomiast drugi
układ pamiętający z układami wyjściowymi pod¬
zespołu odczytu w postaci kluczy, a pierwszy układ
pamiętający z kluczem podzespołu , odczytu przy
czym z linią opóźniającą podzespołu odczytu połą¬
czone są separatory podzespołu odczytu, z których
pierwszy separator połączony jest z trzecim ukła¬
dem pamiętającym a pozostałe separatory z przy¬
porządkowanymi im układami wyjściowymi pod¬
zespołu odczytu, które z kolei połączone są z ukła¬
dem kontroli sterowania, natomiast podzespół dru¬
gi zapisu, posiada czwarty przerzutnikowy układ
pamiętający połączony od strony wejścia z układem
kontroli sterowania i kluczem podzespołu odczytu,
a wyjście jego jest połączone poprzez nadajnik linii
podzespołu zapisu z linią opóźniającą podzespołu
zapisu, do której dołączone są separatory podze¬
społu zapisu, z czego separator pierwszy połączony
jest z czwartym układem pamiętającym, a pozosta¬
łe separatory podzespołu zapisu z układami wyj¬
ściowymi podzespołu zapisu, które są połączone
z układem kontroli sterowania.
Układ centralnej jednostki sterowania, stanowiący

przedmiot niniejszego wynalazku, odznacza się kil¬
koma szczególnie ważnymi i istotnymi korzyściami
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technicznymi i zaletami. Układ ten umożliwia ste¬
rowanie układów elektroniki pamięci rozwiązanej
na dowolnej technice tranzystorowej przez zasto¬
sowanie jako stopni wyjściowych kluczy transfor-
matorowo-tranzystorowyeh sterowanych z układu
o stałej wydajności prądowej. Specyfika własności
użytego klucza pozwala na pracę układu wyjścio¬
wego w dowolnej konfiguracji przy różnych war¬
tościach napięć polaryzacji emitera i kolektora co
umożliwia generowanie wyjściowych impulsów ste¬
rujących na dowolnych poziomach.
Układ ten umożliwia sterowanie pamięci o róż¬

nej długości cyklu, przez zastosowanie układów
umożliwiających generowanie impulsów o dowol-
nij/ą^ro^oBci. ijĘfifrrplnym rozmieszczeniu w czasie.
Sierokość impulsu* fenerewanego w linii wyznacza
opóźnienie odcinka i linii opóźniającej, objętego
pjfetlą spre^emjL zwrotnego a kształtowanie * impul¬
sów wyjści«*grcffer$dkonywane jest metodą odpo¬
wiedniego sumowania impulsów rozmieszczonych
czasowo w linii opóźniającej. System ten umożli¬
wia ponadto stosowanie jednej jednostki sterowa¬
nia do pamięci z wieloma blokami rdzeni przez
zwielokrotnienie ilości układów wyjściowych bez
potrzeby rozbudowywania układów generujących,
bowiem każdy z użytych bloków przyporządkowa¬
ny jest osobnej grupie pobudzanych równolegle
układów wyjściowych, przy czym wybór odpowied¬
niego bloku warunkuje dekoder adresu.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy¬

kładzie wykonania na rysunku, który przedstawia
układ blokowy centralnej jednostki sterowania,
przeznaczony do pracy z pamięcią koincydencyjną
z wieloma blokami rdzeni.

Układ sterowania zawiera dwa podzespoły, od¬
czytu A i zapisu B, które sterowane są z układu
kontroli sterowania UKS. Z chwilą gdy układy
kontroli i sterowania UKS przyjmą rozkaz z ma¬
szyny na wykonanie mikrooperacji, zostaje wysła¬
ny impuls pobudzający centralny układ sterowania.
Impulsy sterujące układami odczytu w pamięci ge¬
nerowane są w podzespole odczytu A, a impulsy
sterujące układami zapisu w podzespole zapisu B.
Generację tych impulsów inicjują przerzutniko-

we układy pamiętające, trzeci P3 podzespołu odczy¬
tu i czwarty P4 podzespołu zapisu, które pobudzają
odpowiednie nadajniki linii, pierwszy Nx podzespołu
odczytu lub drugi N2 podzespołu zapisu. Nadajniki
te generują impuls w pierwszej linii opóźniającej
Li podzespołu odczytu lub -drugiej L2 podzespołu za¬
pisu. Czas trwania generowanego impulsu określa
położenie odczepu na linii, z którego poprzez pierw¬
sze separatory Si podzespołu odczytu lub Si pod¬
zespołu zapisu utworzona jest pętla sprężenia zwrot¬
nego warunkująca wyłączenie przerzutnikowych
układów pamiętających, trzeciego P3 lub czwarte¬
go P4, co powoduje zakończenie generacji impulsu
propagowanego w linii.
Kształtowanie impulsów wyjściowych o dowol¬

nej długości dokonywane jest metodą sumowania
impulsu rozmieszczonego czasowo w linii opóźnia¬
jącej poprzez odpowiednie rozmieszczenie na od¬
czepach linii bramek wejściowych poszczególnych
pozostałych separatorów S2— Śn i S2 — Sn pod¬
zespołu zapisu. Ukształtowane na separatorach im¬

pulsy, pobudzają układy wyjściowe Wi do Wm pod¬
zespołu odczytu Wx do Wm podzespołu zapisu,
w postaci kluczy transformatorowo-tranzystorowych,
które sterują odpowiednie moduły elektroniki pa¬
mięci.
W cyklu odczytu układy wyjściowe Wx — W4, ste¬

rowane z separatora S2 generują impulsy, które
uruchamiają klucze adresowe włączone na wyjścia
układów W! — W4, natomiast układy wyjściowe
W2 — W5, sterowane z separatora S3 generują im¬
pulsy, które uruchamiają generatory prądowe włą¬
czone na wyjścia układów W2 — W5. Układy wyj¬
ściowe W3 — Wm, sterowane z separatora S4, uru¬
chamiają wzmacniacze odczytu włączone na wyj¬
ścia układów W3 — Wm.

W cyklu zapisu separatory S2 sterują układami
wyjściowymi Wx — wi, które uruchamiają gene¬
ratory włączone do ich wyjścia, separtor S3 steruje
układami W2 — W7, które uruchamiają klucze adre¬
sowe włączone do tych układów. Separatory S^ i S^
sterują odpowiednio układami wyjściowymi W3 —
W8 i W4 — W9 przy czym na wyjściach układów
W3 — W8 włączone są generatory prądowe, nato¬
miast układy W4 — W9 generowane są impulsy do¬
datkowego pobudzania po zapisie. Układy wyjścio¬
we W5 — Wm, sterowane z separatora Sn, dają na
wyjściu impulsy sygnalizujące koniec operacji. Ca¬
łość generowanych impulsów warunkowana jest na¬
stępującymi mikrooperacjami „zapis", „odczyt —
regulacja", „odczyt — czekaj", „czekaj — zapis".
Generację impulsów dla odpowiedniej mikroope¬
racji warunkują przerzutnikowe układy pamięta¬
jące podzespołu odczytu, pierwszy układ pamięta¬
jący Pi i drugi układ pamiętający P2.
Dla mikrooperacji zapis impuls warunkujący mi-

krooperację, włącza przerzutnikowe układy pamię¬
tające, pierwszy Pi i trzeci P3, oraz wyłącza drugi
układ pamiętający P2. Układ trzeci P3 z chwilą
włączenia wygenerowuje impuls w pierwszej linii
opóźniającej Lif a drugi układ pamiętający P2 blo¬
kuje układy wyjściowe W3 i Wm sterujące układa¬
mi odczytu, zaś pierwszy układ pamiętający Pi
umożliwia pobudzenie drugiej linii L2 impulsem
końca mikrooperacji „odczyt", poprzez układy sepa¬
ratorów Sn i klucza W0 podzespołu odczytu uru¬
chamiany zostaje czwarty układ pamiętający P4, co
powoduje wygenerowanie wszystkich impulsów dla
zapisu. W wyniku dla mikrooperacji „zapis", cykl
odczytu wyzerowuje odpowiednią komórkę pamięci,
zaś w drugiej części cyklu zostaje wykonana właś¬
ciwa mikrooperacja „zapis".
Dla mikrooperacji „odczyt — regeneracja" impuls

warunkujący mikrooperację włącza przerzutnikom
układy pamiętające Pi, P2, P3, które umożliwiają
wygenerowanie wszystkich impulsów dla odczytu
i otwierają przejście dla włączenia przerzutniko-
wego układu pamiętającego P4, który generuje im¬
pulsy zapisu co pozwala na odczytanie zapamięta¬
nej w pamięci informacji i ponowny jej zapis.

Zastrzeżenie patentowe

Układ sterowania pamięci ferrytowej w zależności
od wykonywanej mikrooperacji zgodnie z ustalo-
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nym harmonogramem czasowym znamienny tym,
że zawiera dwa podzespoły, z których pierwszy (A)
podzespół odczytu, posiada trzy pamiętające układy
przerzutnikowe (Pi, P2) i (P3) połączone od strony
wejść z układem kontroli sterowania (UKS), a od
strony wyjść trzeci układ pamiętający (P3) połą¬
czony jest poprzez nadajnik linii (Ni) podzespołu
odczytu z linią opóźniającą (Li) podzespołu odczy¬
tu, natomiast drugi układ pamiętający (P2) z ukła¬
dami wyjściowymi podzespołu odczytu (W3 — Wm)
w postaci kluczy, a pierwszy układ pamiętający (Pi)
z kluczem (W0) podzespołu odczytu, przy czym
z linią opóźniającą (Li) podzespołu odczytu połą¬
czone są separatory podzespołu odczytu (Si...Sn),
z których pierwszy separator (Si) połączony jest
z trzecim układem pamiętającym (P3) a pozostałe
separatory (S2...Sn) z przyporządkowanymi im ukła-
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darni wyjściowymi podzespołu odczytu (Wi, W2...Wm),
które z kolei połączone są z układem kontroli ste¬
rowania (UKS)i natomiast podzespół drugi (B) za¬
pisu, posiada czwarty przerzutnikowy układ pamię¬
tający (P4) połączony od strony wejścia z układem
kontroli sterowania (UKS) i kluczem (W0) pod¬
zespołu odczytu, a wyjście jego jest połączone po¬
przez nadajnik linii (N2) podzespołu zapisu z linią
opóźniającą (L2) podzespołu zapisu, do której do¬
łączone są separatory (Si...Sn) podzespołu zapisu,
z czego separator pierwszy (Si) połączony jest
z czwartym układem pamiętającym (P4), a pozostałe
separatory (S2...Sn) podzespołu zapisu z układami
wyjściowymi (Wi...Wm) podzespołu zapisu, które są
połączone z układem kontroli sterowania (UKS).
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